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Attomeys-at-Law 

YourRef: 1034-4165TW (CFU00064TW) 

Our Case No.: 749221 

Appln. No,: 92117473 

Present Stage: Primary Examination 

Type of Notice: Final OA Prior to Rejection 

Cited Reference: Y 

[TRANSLATION] 

Syllabus: 



Upon examination, this Application No. 92117473 is found to be with obscurities as 
stated below. The applicant may submit a supplementary exposition and the related 
counter-evidence in duplicate within sixty days post the service of this notice as the reply 
to this notice if so desired. If the time limit is not observed duly, a decision will be 
rendered based on the contents presently available*. (*TIPLO note: indicating that the 
application shall likely be rejected if the official instruction(s) are not followed within the 
time limit.) 

Explanation: 

1. If a supplement or amendment is made to this application, the supplement or 
amendment shall be made pursuant to Articles 48 and 49 of Patent Law, and Rule 
28 of the Enforcement Rules of the same Law. 

2. If an interview or demonstration is desired by the applicant, and an application or an 
interview stated in the reply to this notice is made by the applicant, such interview 
or demonstration may be arranged by this Office when it is considered needed, and 
a government fee of NT $1,000 shall be paid. 

3. After examination, this Ofl5ce comments as follows: 

(a) With respect to the present application entitled "Scanning Exposure Apparatus 
and Method)", there are a total of 22 claims, in which claims 1, 7, 13, 19 and 21 
are independent claims and the remaining claims are dependent claims. 

(b) Claim 1 calls for a scanning exposure apparatus which is characterized by an 
illumination system, a projection system, a mask stage, a plate stage for scanning 
the plate, a mask support mechanism and a mask stage tilt mechanism. The 
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object of the scanning e>q)osure apparatus is to reduce the deformation of the 
mask due to its own weight. 

However, such technical contents can be seen in DEI 9805875 (hereinafter 
referred to as cited reference), which also discloses the technique of reducing the 
weight of the mask by means of actuators of different heights. It is hereby 
Fefl^ested that the -AppIipMt^hpuId-make.a.^^ ^.thjg 
application and the cited reference with respect to technical features and contents, 
and advise whether claim 1 is too broad in scope b light of the cited reference. 
Similarly, a comparison should be made between claim 7 of this application and 
the cited reference to assure that claim 7 possesses inventive step. 

4. If the specification and drawings are to be amended or supplemented, a request form 
has to be filed in duplicate, along with the supplementary amended pages of the 
specification or drawings in duplicate (with the supplement or amended portions 
underlined) and a clean-copy of the supplemented/amended pages of the 
specification or drawings in triplicate; and if this supplement or amendment results 
in discontinuity in the number of pages of the original specification or drawings, a 
complete set of the specification or drawings after supplement or amendment has to 
be submitted to this Office in triplicate. 

[TIPLO's Remarks] 

1. Digest of the Notice 

The Examiner requests that a comparison between claims 1 and 7 of this 
application and the cited reference with respect to technical features be made and 
submitted before a further examination is conducted. 



Related Legal Provisions 

This Official Notification is issued pursuant to Article 49 of the Patent Law, and Rule 28 of the 
Enforcement Rules of the Patent Law, as quoted below for your reference. 
Article 49: 
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In the course ofexamwing an invention patent application, the Patent Authority may\ ex officio, notify a 
patent applicant to make a supplement or amendment to the specifications and/or droM'ings M'ithiii a 
specified time limit 

A patent applicant may, within fifteen (15) months from the filing date of such patent application, make a 
supplement or amendment to the specifications and/or drawings. If the supplement or amendment to the 
specifications and/or droMungs is filed after elapse of the fifteen (15) months, the application shall be 
laid-open as it was originally filed. 

After fifteen (15) months from the filing date of the im^ention patent application, a patent applicant may 
make a supplement or amendment to the specification and/or drawings only on tfie dates or during the 
periods as specified below: 

1. At the same time of filing an application for substantive examination; 

2. Within three (3) months from the service date of a notice of substantive examination issued in respect 
of the patent application concerned, if the substantive examination application is filed by a person 
other than the patent applicant; 

3. During the time limit for response as specified in a notice given by the Patent Authority^ prior to its 
written reasons for rejection of the patent application concerned; or 

4. At the time of filing an application for re-examination, or during the period fixed for filing a 
supplemental statement of reasons for re-examination. 

The contents of the supplement or amendment made under the preceding three Paragraphs shall not 
exceed the scope of the specification or drawing disclosed in the original patent application. 

Wliere a claiming priority is made, the periods specified in Paragraph Two and Paragraph Three under 
this Article shall be calculated from the day following the priority date. 

Rule 28 (of the Enforcement Rules) 

JVhen amendment of specification or drawings are submitted according to Paragraphs I to 4, Article 
44-1 or Item 3 of Paragraph I and Paragraph 3. Article 102-1 of this Law, an application shall be 
submitted accompanied with the following documents: 

1. The specification on which the portions of amendment are underlined, or the amended page(s) of the 

drawings. 

2. The specificatiori without underlines after amendment, or for the replacement pages of the drawings; in 
case the page numbers of the original specification or drawings are not continuous because of such 
amendment, a complete set of specification or drawings after amendment shall be submitted. 

3. Related Patent Practice in Taiwan and Our Tactics 

The Examiner cites DEI 9805 875 as prior art reference and questions the 
patentability of the present invention. According to the Examiner, this prior art 
references has disclosed the techmcal ideas and measures of the present invention, 
since this reference also discloses the technique of reducing the weight of the mask 
by means of actuators of different heights. Therefore, the Examiner requests that 
the Applicant should make a comparison between claims 1 and 7 of this application 
and the cited reference with respect to technical features and contents to assure that 
claim 1 is not too broad in scope in light of the cited reference. For your reference. 
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enclosed please find a copy of specification (drawings inclusive) of the cited 
reference. 

To proceed Avith this application, it is advisable to comply with the Examiner's 
requirement by making a comparison between claims 1 and 7 and the cited reference. 
It is essential to place emphasis on the differences between the present invention 
and the cited reference with respect to structure, function, and technical measures in 
achieving the intended objects. If necessaiy, you may amend the independent 
claims so as to reasonably narrow the scope of the to obviate any prior art found in 
the cited reference. 

Timely receipt of your comments and response to this Office Action will be 
greatly appreciated. 



Handled by Frederick Lin 
Supervisor: Chai-Hung Li 
DDN: 886-2-25086619 
NOV 1 7 2004 
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Abstract of DE1 9805875 

The carrier table (4) comprises a rectangular glass plate which has a large central drill hole (8) in its upp 
surface for a precise recording of a photo mask (3), and at least three support drill holes (9a-c) for 
recording height-adjustable actuators, as well as extrusions (1 1 ,1 1M rM2a.b) for reducing the weight, 
and a V-shaped, intermediate wall structure (4c,4c') with a middle bridge (41) for increasing the ngidity o 
the earner table. The extrusions (1 1") are formed and arranged in the section (4b) of the rectangular plat 
In which both support drill holes (9a,b) are formed, in such way, that, a V-shaped, intermediate wall 
thickness structure (4c,4c') with a middle bridge (41) is formed, which touches the support dnil holes and 
the edge of the central drill hole, outgoing from the middle of the corresponding narrow side of the 
rectangular plate. 
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® „ Be, der Herstellung von Mikrochips warden Vorrichtun- "erstellung 
gen ven^endet. bet denen das von einer Lichtqueli; au2- 
gesendete monochromatische Licht Buf eine ^To^!ske 
ne PoLZn'/'? '''"""^ ■r^^a^^isch (4) in vorge^ebe! 
nar Posit.on au^enommen ist. Dieser besteht aus einer 
Kn'LVs?"" T.^'T ""^'^ G'^-k^raik, die eine Zen "aT 
Iwll^^^^J ' Aufnahme der Photomaske (3) sowie drei 
StuB-Bohmngen (9a, b. c) ^ur Aufnahme von Aktuatoran 

mi.^f/h^''^''-''^""^*^ Tragertisohes kommt es auf ein 
mogl.chst gennges Gewicht sowie auf eine hohe dynam" 

^ger^lLh'(:;'r^h gewahneisten, besKr 

m ?V^?" L ,f ^!"^?''T^'9^ Matarial-Ausnehmungen 
jT°'''>l,?'^i*™9^" Material-Ausnehmungen 

ril!^ K C '^«?'„AbsRhnitt (4b) der Rechteckplatte in 

dern d.e beiden StOtt-Bohrungen (9a, b) ausgeformrs^'nd 
s!u.n"^lnH':~ r'"' Belassung von vorgegebenen Z^-' 
scl^en-Wandstarken so ausgebildet und angeordnet sind 
6aa ausgehend von der IVline der zugehorigen Rechteck 
RanTl'r'?' ^'""^^-f^^-^'g^. die StLrorrungen zu^> 
r/nH»7 •^t"'" "^°'''""9 '3' '""en tangential «reT 
fendeZwischen-Wandst3rken-Struktur(4c 4o') mit 
Minensteg (4d) zur Zentral-Bohrung (8) h"a gegaben ?sT 
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Beschreibung 

Die Erftndung betrifft einen Tragertisch fiir eine Phoco- 
maske in einer Vorrichtung zur Mikrochip-Herstellung, mit 
einer Rechieckplatce aus Glas oder Glaskeramik, die 5 

- in der betrieblich obecen Plattenseite eine groBflS- 
chige Zencral-Bohrung zur posidonsgenauen Auf- 
nahme der Photoniaske und mindestens drei Stutz- 
Bohrungen zur Aufnahme von hoheaverstellenden Ak- lO 
tuatoren, von denen zwei im Abschnitt zwischen einer 
Seite der Zentral-Bohrung und der einen Rechteck- 
Schmaiseice, beabstandet entlang dieser Schmalseite, 
und die dritte mittig im Abschnitt zwischen der ande- 
ren Seite der Zentral-Bohrung und der anderen 15 
Schmalseite argeordnet ist, sowie 

- Material-Ausnehmungen zur Gewtchtereduktton 
und zugleich zur Erh<5hung der Steifigkeit des Tragerti- 
sches 

20 

aufweisL 

Bei der Herstellung von Mikrochips werden gemiiB dem 
Stand der Technik in der Fig. 3 I dargestellte Vorrichtungen 
venvendet. Von einer nicht dargesteUtea Lichtquelle wird 
monochromatisches Licht 1 ausgesandt. Die Strahlung wird 25 
durch zwei Spiegelflachen 2a und 2b auf eine Photomaske 3 
geleitet, die von einem Tragertisch 4 in vorgegebener Posi- 
tion aufgenommen ist» der aus einer Rechteckplatte aus 
Glas- Oder Glaskeramik besteht, die anhand der Fig. 3 II 
noch naher beschrieben wird, da sie die Gattung fQr die Er- 30 
findung bildet 

AnschlieBend werden die monochromadschen Lichc- 
strahlen durch ein Linsensystem 5 gebundelt und bilden auf 
einem Wafer 6, der von einem Wafertisch 7 aufgenommen 
ist, die von der Photomaske 3 vorgegebenen Leiterbahn- 35 
strukturen ab. die in einem spateren Atzvorgang weggeatzt 
werden. Auf dem Wafer 6 als Sub strat wird eine Vielzahl 
von gleichartigen integrlerten Schaltungen erzeugt, die nach 
Priifung auf Funktionsfahigkeit zu den Halbleiter-Mikro- 
chips veteinzelt werden. 40 

Wie die Fig. 3 II zeigt, wird die Photomaske 3 in eine 
kreisrunde 2^ntraI-Bohrung 8 aufgenommen und in ihrer 
Lage durch Unterdruck positioniert. GenlaS dem Stand der 
Technik haben die Photomasken 3 typischerweise eine 
Gr&Be von 6-Zoll (quadratische Form mit einer Kantenlange 45 
von ca. 152 mm, Dicke ca. 9 mm). Die GroBe der Photo- 
maske steht in direktera Zusammenhang mit der GroSe der 
Zentral-Bohrung 8; denn in den Ecken muB der Abstand a 
der Photomaske 3 zur Innenseite der Zentral-Bohrung 8 
mindestens 10 mm betragen. 50 

Durch die DE 88 00 272 Ul ist es dabei bekannt, die Pho- 
tomaske in einer entsprechenden zentrischen Offnung in ei- 
nem metallischen Trager zu haltem. Mitteis eines derartigen 
Tragers ist es mogUch, die Photomasken auf einfache Weise 
in der Bohrung des Tragertisches defmiert aufzulegen, mit 55 
Flilfe von Zentrierstiften und einer Verriegelungsvorrich- 
tung zu halten und durch die zentrische Offnung hindurch zu 
bearbeiten. Dadurch ist nicht nur ein automatisches Zufuh- 
ren der Photomasken auf den Tragertisch, sondem auch eine 
automatische und einfache Handhabung der Trager mit den 60 
Photomasken zwischen den einzelnen Siauonen moglich. 
Der Trager weist dabei in den Eckbereichen dreieckformige 
Ausnehmungen zur Gewichtsredukuon ohne Beeintrachti- 
gung der Steifigkeit auf. 

Wahrend des Belichtungsvorganges des Wafers 6 werden 65 
raittels zugeordneter Antriebe Bewegungen des Tragerti- 
sches 4 fur die Photomaske 3 als auch des Waferdsches 7 
vorgenommen. Der Tragertisch 4 fiir die Photomaske fiihrt 



dabei ausschlieBlich Bewegungen in X-Richtung durch, 
waiirend der Wafertisch 7 in X- und Y-Richtung bewegt 
wird. 

Bei der Ausbildung nach dem Stand der Technik liegen 
die Beschleunigungswerte beim Tragertisch Par die Photo- 
maske 3 in der GroBenordnung von 3 g (ca. 30 ra/sec-). Auf- 
grund der Beschleunigungsamplituden srgeben sich r.wei 
grundlegende Anforderungen an die Ausbildung des Trager- 
tisches 4 fiir die Photomaske 3. Auf der einen Seite muB eine 
Reduzierung bzw. Minimierung der bewegten Massen erfol- 
gen, und zum anderen eine ErhGhung der dynamischen Stei- 
figkeiten. Denn durch die Beschleunigungsamplituden wird 
das System zu Eigenschwingungen angeregt, die Abbil- 
dungsfehler auf dem Wafer zur Folge haben. 

Wahrend des Belichtungsvorganges des Wafers 6 werden 
die Bewegungen des Tragertisches 4 fur die Photomaske 3 
uberwacht und Lageabweichungen durch StellgUeder (Ak- 
tuatoren) kompensiert. Fiir die Z-Koordinate sind dies drei 
Aktuatorcn. die in Stuiz-Bohrungen 9a. 9b und 9c des Tm- 
gertisches 4 aufgenommen sind. Fur die Kompensation in 
X-Richtung ist ein Lorentz-Motor 10 vorgesehen, der an ei- 
ner Schmal-Stirnseite des Tragertisches 4 befestigt ist, und 
zwar an der Seite, an der sich die Stutz-Bohrungen 9a und 
9b fUrzwei Z-Aktuatoren befinden. 

Ein fiir die GroSe des Tragertisches fUr die Photomaske 
maBgeblicher Parameter ist die Notwendigkeit der Anbrin- 
gung eines Interferometerspiegels auf einer der langen Sei- 
tenflachen (nicht dargestellt). Die Spiegellange bestimmt 
dabei die Abmessung der Langsseite des Tragertisches. 

Wurde man unter dieser Vorgabe beispielsweise einen 
Tragertisch fur eine Photomaske mit den Abmafien 
560x450x66 mm aus einem Block (z. B. dem Glas-Werk- 
stoff Zerodur®, mit einer Dichte von 250 kg/m**) herstellen. 
abziiglich der Bohrungen fur die Photomaske und der Z-Ak- 
tuatoren, dann entspr^he dies etwa einer Gesamtmasse von 
30 kg. Die Anforderungen hinsichtlich der Masse, um ge- 
eignete Beschleunigungswerte zu erreichen, liegen jedoch 
im Bereich zwischen 10 bis 14 kg. 

Zur Gewichtsreduzierung werden daher gemSB "dem 
Stand der Technik Taschen aus dem VoUmaterial gefrast. 
Eine mSgliche Ausfuhning ist in Fig. 4 dargestellL Im Teil I 
der Fig- 4 ist die Ansicht von oben auf den Tragertisch 4 mit 
der Zentral-Bohrung 8 fur die Aufnahme der Photomaske 3 
dargestellt, mit einer Reihe von Taschen U und 11*, die 
Sackbohrungen darstellen, die an beiden LSngsseiten des 
Tragertisches ausgebildet sind. 

Im Teil H ist die Ansicht von unten dargestellt, mit Ta- 
schen 11" in Form von Sackbohrungen, die nach Steifig- 
keitsgesichtspunkten verteilt ausgebildet sind. Die Form der 
Taschen kann rechteckig, wabenfbrmig oder dreieckig sein. 
Zur Erhohung der Steifigkeit des Ti^gertisches fuhrt man 
die Taschen mit Hinterfrasungen 11a aus, wie aus Fig. 2 IH 
zu ersehen isL Die Bearbeitungsrichtung ist dabei auf die 
Dickenrichtung (analog zu den Stutz-Bohrungen fiir die Z- 
Aktuatoren) beschrankt. Dabei liegen die minimalen Wand- 
dicken in der GroBenordnung von 4 bis 5 mm. Geringere 
Wanddicken lassen sich aufgpjnd der Schnittkrafte und un- 
ter BerOcksichtigung des sproden Werkstoffverhaltens von 
Glas bzw. Glaskeramik mit konventionellen Frasoperatio- 
nen nicht reaUsieren. 

Mit diesen Mafinahmen lassen sich Tragertische fur 6- 
21oU-Photomasken mit einer Masse von ca. 14 kg herstellen. 

Fiir den Beuieb istes nun von besonderer Bedeutung, daB 
die dynamische Steifigkeit ausreichend hoch ist, damit es 
wahrend des Belichtungsvorganges nicht zu storenden 
Schwingungen komrnt. Hersteller von Vorrichtungen fur die 
Mikrochip-Herslellung fordern fiir die Biegeschwingung 
des Gesamtsystems eine Frequenz von mindestens 500 Hz. 
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^ Die mit cler bekannten Konstruktion erzieibaren Biege- 
Eigenfrequenzen liegen jedoch nur in der GroSenordnung 
von ca. 450 Hz. Diese Werte beziehen sich auf einen Glas- 
block ohne Anbauteile (Z-Motor, Lorentz-Motor) bei frei- 
frci-Lagerung. Besonders kritisch ist dabei der Abschnitt 4b 
zwischen der Zentral-Bohrung 8 und der Rechteck-Schmal- 
seite, in dem die Stu&.-Bohrungen .9a, b PQr zwei Aktuatoren 
ausgeformt sind. an dem auch auch der Lorentz-Motor 10 
befestigt ist (Fig. 3 E). 

Anderungen der Taschengr66e in den beiden Randberei- 
clien des TrSgertisches fiir die Photomaske zeigen, daS eine 
deatliche ErfaShung der dynamischen Stei&gkeiten nicht 
moghch isL Die Biege-Eigenfrequenzen lagen dabei im Be- 
reich zwischen 700 ± 30 Hz. Vergleichende experimentelle 
Schwingungsuntersuchungen haben dabei gezeigt. daS eine 
sehr gute Korrelation der berechneten und gemessenen Gro- 
Ben gegeben ist. 

Eine Anderung der Lage der Taschen fuhrt, wie Untersu- 
chungcn gezeigt haben, cbenfalls zu keiner nennenswerten 
Erhohung der dynamischen Steifigkeit. 

Die bekannten konstruktiven Mafinahmen zur Gewichts- 
reduzierung und zugleich Versteifijng des Tragertisches fiir 
eine Photomaske beschranken die Abmessungen des Tra- 
gertisches, so da6 gema8 dem Stand der Technik nur Tr^ger- 
tische fur eine 6-Zoll-Photoraaske moglich sind. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugninde, ausgehend 
von einem Tragertisch fiir eine Photomaske der eingangs ge- 
nannten Art. dessen Biege-Steifigkeit bei gleichzeitiger 
Massereduzierung zu erhohen. 

Die Losung dieser Aufgabe gelingt gemSB der Erfindung 
dadurch, daB die Materiai-Ausnehmungen in dem Abschnitt 
der Rechteckplatte, in dem die beiden Stutz-Bohrungen aus- 
geformt sind, flachendeckend unter Belassung von vorgege- 
benen Zwischen- Wandstarken so ausgebildet und angeord- 
net sind, daB, ausgehend von der Mitte der zugehorigen 
Rechteck-Schmalseite eine V-formige, die Stutz-Bohrungen 
zum Rand der Zentral-Bohmng hin innen tangential strei- 
fende Zwischen-Wandstarken-Struktur mit eihem Mitten- 
steg zur Zentral-Bohrung hin, gegegeben ist, 

Durch die MaBnahmen gemaB der Erfindung ist es insbe- 
sondere moglich, einen entsprechend groBeren, biegesteifen 
Tragertisch fur eine 9-ZoU-Photomaske zu schaffen, dessen 
Masse im geforderten Bereich zwischen 10 und 14 kg liegt, 
mit einer die Hers teller- Vorgaben ubertreffenden Biegestei- 
figkeit, ausgedruckt durch eine entsprechend hohe Eigenfre- 
quenz der Biegeschwingung. Die dynamische Steifigkeit ist 
dabei, insbesondere durch die Versteifung im kridschen 
Tischabschnitt mit den beiden Z-Aktuatoren so hoch, daB 
die SchwingungsanfaUigkeit bei transienter Erregung sehr 
reduziertist. 

Die 9-Zoll-Photomaske ermoglicht es, daB in einem Ar- 
beitsvorgang mehr Mikrochips zur gleichen Zeit auf dem 
Wafer belichtet werden, wodurch die Produkrivitat bei der 
Herstellung der Mikrochips vergroBert wird. Der Trager- 
tisch ist auf der anderen Seite aber dynamisch so steif, daB er 
mit Beschleunigungen von ca. 5 g (ca. 50 m/sec") und gro- 
Ber bewegbar ist, ohne daB die Schwingungsanmiigkeit ein 
bestimmtes MaB uberschreitet. Durch diese hohen Be- 
schleunigungswerte ist die ProduktiviLiit bei der Mikrochip- 
HersteUung ebenfalis gesteigert. 

Fur die GroBe der Steifigkeit und der Gewichtsreduzie- 
rung kommt auch den Materiai-Ausnehmungen im Randbe- 
reich beider Langsseiten des Tragertisches eine besonders 
Bedeutung bei. Nach einer ersten Ausgestaltung der Erfin- 
dung kann diese so getroffen werden, daB die Materiai-Aus- 
nehmungen im Randbereich beider Liingsseiten der Recht- 
eckplatte als eine Folge von Taschen, aufgereiht entlang die- 
ser Langsseiten. ausgebildet sind. 



Eine noch groBere Mated alreduziemng laSt sich gemaB 
einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung erzielen, wenn 
die Materiai-Ausnehmungen im Randbereich beider Langs- 
seiten der Rechteckplatte als stirnseitige Langsbohrungen. 
5 die sich in der Plattenebene erstreckten, ausgebildet sind. 
Ein weiterer Vorteii dieser Ausgestaltung besteht darin. 
daS die Langsbohrjngen mit standardisierten Fertigunt^s- 
verfahren fiir Glas ausgebildet werden konnen, so daB auf 
kostenintensive Sonderverfahren verzichtet werden kann. 
to Durch die erfindungsgemafi ausgebildeten Langsbohrun- 
gen, insbesondere dann, wenn sie gemaB einer Weiterbil- 
dung der Erfindung als dunnwandiges geschlossenes Ka- 
stenprofil ausgebildet sind, in Verbindung mit dem ublichen 
Einsatz von Dreiecksstrukturen bei den Material- Ausneh- 
15 mungen, bei sonst unveranderten AbmaBen (Lange, Breite 
und Hohe) des Glas-Tragertisches, kann gemaB der Erfin- 
dung eine signifikante Reduzierung des Gewichtes auf bis 
zu 10 kg und eine deutliche Erhohung der dynamischen 
Steifigkeiten erreicht werden. Die dynamische Eigenfre- 
20 quenz des Glas-Tragenisches ohne Anbauteile kann auf 
Qber 500 Hz und die Biegefrequenz uber 850 Hz. jeweils bei 
frei-freier Lagerung gesteigert werden. 

Tragertische der vorgenannten Art besitzen einen soge- 
nannten Lorentz-Motor fur die X-Komponenten-Bewegung 
25 des Tragertisches. GemaB einer Weiterbiidung der ^n- 
dung ist der Motor in einem Ausschnitt an einer Schmalseite 
des Tragertisches integriert. Durch diese MaBnahme wird 
der Schwerpunkt des Gesamtsystems zum Zentrum hin ver- 
lagert, d. h. die freie Biegelange reduziert bzw. die Biecefre- 
30 quenz erhoht. * 

GemaS einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung sind 
auf den Randbereichen der Oberseite des Tragertisches, in 
denen die Langsbohrungen ausgebildet sind, d. h, im spe- 
zieUen auf den Oberseiten der Kastenprofile, Versteifungs- 
35 rippen aufgebracht. Diese Versteifungsrippen konnen dabei 
aufgeklebt oder bei feinpoUerten Flachen durch einfache 
Adhasion aufgebracht werden. Die GroBe der Rippen richtet 
sich nach den vorfaandenen Platzverhaltoissen. Die Aufbrin- 
gung der Versteifungsrippen wirkt sich gunstig auf die ErhS- 
40 hung der Biegefrequenz aus. 

_ GemaB einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung sind 
die Versteifungsrippen auBermittig auf H6he des Schwer- 
punktes des Gesamtsystems aufgebracht. Durch diese MaB- 
nahme kann eine besonders hohe Biegefrequenz erzielt wer- 
45 den. 

Anhand eines in den Zeichnungen dargestellten AusfUh- 
rungsbeispieles wird die Erfindung naher beschrieben. Da- 
bei ergeben sich auch weitere Ausgestaltungen der Erfin- 
dung. 
50 Es zeigen: 

Fig. 1 eine bevorzugte Ausfuhrungsform des gemaB der 
Erfindung ausgebildeten TrSgertisches fur eine Photomaske 
mit einer Draufsicht auf eine. erste Variante des Tragerti- 
sches gemaB der perspektivischen Darstellung in der Teilfi- 
55 gur I mit der zugehorigen ebenen Darstellung in der Ansicht 
H, sowie eine Draufsicht auf eine zweite Variante des Tra- 
gertisches mit einer perspektivischen Darstellung in der 
Draufsicht im Figurenteil IE und einer ebenen DarsteUun^^ 
in der Ansicht IV, ® 
«5o Fig. 2 eine bevorzugte Ausbildung des Profiles fur die 
Langsbohrungen in dem Tragertisch. und zwar in der An- 
sicht I als idealisierte Hohlslruktur und in der Ansicht EC als 
gebohrter Hohlquerschnitt, sowie die Ausbildung von Hin- 
terschneidungen in den Materiai-Ausnehmungen im Fi^'u- 
65 renteiim, ° 

Fig. 3 eine Darstellung einer bekannten Vorrichtung zur 
Mikrochip-Herstellung. mil einer prinzipiellen Darstellung 
der Gesamtvorrichtung in der Teilzeichnung I und eine Dar- 
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stellung des dabei verwendeten ub lichen Tragertisches fur 
eine Photomaske In dec Teilfigur 11, und 

Fig. 4 eine bekannte Ausfiihrungsform von Material-Aus- 
nehmungen in der Ober- und Unterseite des Tragertisches. 

Die Fig. I zeigt in den Darstellungen I und 11 eine Aus- 
fuhrungsform des erfindungsgemaBen Tragertisches 4 fur 
eine Photomaske 3 in einer Vorrichtung zur Milcrochip-Her- 
stellung entsprechend der Darstellung in Fig. 3. Die Teilfi- 
gur I zeigt dabei eine perspektivische Darstellung einer 
Draufsicht auf die Oberseite des Tragertisches entsprechend 
der Darstellung des bekannten Tragertisches gemafi Fig. 4. 
Der Tragertisch 4 besteht aus einer Rechteckplatte aus Glas 
Oder Glaskeramik mit der Zentral-Bohrung 8 zur positions- 
genauen Aufnahme der Photomaske 3. Ferner sind, wie in 
der Fig. 4, die Stutz-Bohrungen 9a bis 9c fur die Aufnahn:ie 
der Aktuatoren in der Z-Richtung dargestelit. 

In dem Trageaisch 4 sind, von der Oberseite aus, taschen- 
formige Material-Ausnehmungen 11, 11'. 11" mit Hinter- 
schneidungen 11a gemaB Fig. 2, Teil HI ausgebildet. 

Im Randbereich beider Langsseiten des Tragertisches 4 
sind die Material-A us nehmungen ais eine Folge von quadra- 
tischen Sackbohrungen = Taschen 11, 11', aufgereiht entlang 
diesen Langsseiten, ausgebildet, wogegen die Material- Aus- 
nehmungen in den Tischabschnitten 4a und 4b zu beiden 
Seiten der Zentral-Bohrung 8, in denen sich die Stutz-Boh- 
rungen 9a, 9b, 9c fur die (nicht dargestellten) Z-Aktuatoren 
befinden, ais dreiecksformige Taschen 11" ausgebildet sind, 
die flachendeckend unter Belassung von minimal notwendi- 
gen Wandstarken zwischen den Taschen, ausgeformt sind. 

Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem Abschnitt 
4b mit den beiden Stutz-Bohrungen 9a, 9b fur die beiden 
Aktuatoren zu. der durch die beiden Bohrungen besonders 
kritisch hinsichtlich der Ausbildung von niederfrequenten 
Biegeschwingungen isL 

Es hat sich gezeigt, daB die Biegefrequenz sich optimal 
beeinflussen laJSt, wenn die dreiecksformigen Taschen fla- 
chendeckend so angeordnet sind. daJ3. ausgehend von der 
Mitte der zugehorigen Rechteck-Schmalseite, eine V-for- 
mige, die Stiitzbohrangen 9a, 9b zum Rand der Zentral- 
Bohrung 8 bin innen tangential streifende Zwischen-Wand- 
starken-Struktur 4c, 4c' mit einem Mittensteg 4d zur Zen- 
tral-Bohrung 8 bin, gegeben ist, Diese V-Struktur 4c, 4c' des 
stehengebUebenen Materiab mit dem Mittensteg 4d ist in 
der Darstellung nach Fig. I R strichliert dargestelit. Man er- 
kennt auch deutiich den tangentialen Verlauf dieser Mated- 45 
alstege entlang den V-Linien 4c, 4c'. 

Die Ausbildung und Verteilung der taschen fbrmigen Ma- 
terialausnehmung :11" ist nur beispielhaft Die Material-Aus- 
nehmungen konnen auch andere Konfigurationen bzw. eine 
andere Verteilung haben. jedoch unter Erhalt der V-Struktur, 50 
wobei der Gesichtspunkt der optimalen Versteifung im Vor- 
dergrund steht Es sind auch Ausfiihrungsformen denkbar, 
bei denen taschenformige Material- Ausnehmungen nicht 
nur auf der Oberseite wie dargestelit, sondern auch auf der 
Unterseite der Rechteckplatte ausgefornit sein konnen (nichl 55 
dargestelit). 

In den Figurenteilen 1 HI und IV ist eine zweite Variante 
fur die Ausbildung des erfindungsgemaBen Tragertisches 4 
dargestelit, die sich von der ersten Variante nach den Figu- 
renteilen I und n durch die Ausbildung der Material- Aus- 60 
nehmungen im Randbereich beider Langsseiten der Recht- 
eckplatte des Tragertisches 4 un terse heidet. Diese sind bei 
der zweiten Variante nicht ais eine Folge von Taschen. son- 
dern ais stimseitige Langsbohrungen 12a und 12b, die sich 
in der Plattenebene erstrecken, ausgebildet. Diese Langs- 
bohrungen sind gemaB einer Ausgestaltung der Erfindung 
vorzugsweise ais diinnwandiges. geschlossenes Kastenpro- 
fil ausgebildet, welches in der Fig. 2 in den Teilen I und n 
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nailer dargestelit ist. wie spater noch erlautert werden wird. 

Mit einer derartigen Ausfuhrungsform laSt sich eine be- 
sonders hohe Materialreduzierung bei hoher Biegesteifig- 
keit erzieien. 

5 Zur Verbesserung der Steifigkeit und der Erhohung der 
Eigenfrequenz sind auf den Randbereichen der Langsseiten 
des Tragertisches 4, in denen die Langsbohrungen t2a und 
12b ausgebildet sind, Versteifungsrippen 13a und 13b auf- 
gebrachL Vorzugsweise sind diese Versteifungsrippen, wie 
to dargestelit, auf Hohe des Schwerpunktes M2 des Gesamtsy- 
stems auBermittig aufgebracht, so daB der Verlagerung des 
Schwerpunktes von Ml (ohne Motor) zu M2 mit ange- 
flanschtem Lorentz-Motor 10 Rechnung getragen werden 
kann. Um diesen Schwerpunktversatz moglichst gering zu 
15 halten, ist im Abschnitt 4b ein Ausschnitt 4e am Tragertisch 
4 vorgesehen, der die Liinge der Langsseiten unbeeinffuBt 
laSt (wegen der notwendigen Lange des Interferometerspie- 
gels), aber den Lorentz-Motor 10 etwas naher zum Zentrum 
hin hringt, Der Abschnitt 4e dient dabei auch cincr weiteren 
20 Gewichtsreduzierung. 

Ein bevorzugter Querschnitt fiir die Langsbohrungen 12a 
und 12b ist in der Fig. 2 dargestelit. wobei die Teilzeichnung 
I eine ideaiisierte Hohlstruktur zeigt, mit einer Gewichtser- 
spamis von 67%, und wobei die Teilzeichnung ECeinen mit 
25 Bohrern von unterschiedlichen Durchmessem gebohrten 
Hohlquerschnitt zsigt, mit einer Gewichtserspamis von 
63%. Die mini male Wanddicke "d" soU bei den Langsboh- 
rungen, wie bei den taschenformigen Material- Ausnehmun- 
gen ebenfalls in der GroBenordnung von 4-5 mm liegen, 
30 auch wegen moglicher Abweichungen des Bohrers von der 
Ideallinie. Diese MaBe stellen einen guten KompromiB zwi- 
schen Herstellung und Gewichtsminimierung dar. Fiir eine 
hohe Biegesteifigkeit, d. h. ein hohes Flachentragheitsmo- 
ment gegen Biegung haben die seitlichen Strukturen einen 
35 groBeren EinfluB ais die beiden Flachen oben und unten. Ais 
Richtlinie zur Konstruktion kann man den Quotienten h/b 
einfiihren, der Angaben uber das Profll der Langsbohrung 
gibt. Fur die Konstruktion des Tragertisches zeigt es sich, 
daB unter Bertie ksichtigung der auBere AbmaBe ein Quo- 
40 tient von ca. 1,2-1,5 optimal ist. Bei einem Tragertisch fiir 
eine 9 Zo 11- Photomaske betriigt die Kobe des Profils ca. 
66 mm und die Breite 50 mm. 

Denkbar ware es auch, Kastenprofile quer anzuordnen. 
Diese haben jedoch, wie Untersuchungen gezeigt haben, im 
Vergleich zu Dreiecktaschen keinerlei Voneile hinsichtlich 
dynamischer Steifigkeit und Gewichtserspamis. 

Die Fig. 2, Teilzeichnung II, zeigt auch einen weiteren 
Vorteil des diinnwandigen geschlossenen Kastenproftls 12a 
bzw. 12b. Es ist ersichtlich, daB sich durch die Mehrfach- 
bohrungen im Bereich der Kanten des Profils groBe Uber- 
gangsradien ergeben. Dadurch werden Spannungsspitzen in 
dem Tragertisch im Profilbereich vermieden, wie sie bei 
scharfen Kanten oder Absatzen bei auBeren Belastungen an 
sich auftreten. 

Ein weiterer Vorteil der Langsbohrung- Variante nach den 
Figurenteilen 1, HI und IV ergibt sich bei der Herstellung 
des Interferometerspiegels (nicht dargestelit) auf einer 
Liings-Seitenfiache. Die notwendige Lange des Interferome- 
ter-Spiegels bestimmt letztUch die Lange des Tragertisches, 
im Fall einer 9-Zoll-?hotomaske betragt die Spiegellange 
556 mm zuziiglich einer Toleranz Fur die Bearbeitung von 
2 mm auf beiden Seiten, so daB sich eine erforderliche 
Lange von ca. 560 mm ergibt. Bei der Taschenstruktur des 
bekannten Tragertisches nach Fig. 4. Teilzeichnung I, d. h. 
65 durch die Materialausnehiriung 11 und 11' entlang der bei- 
den Langsseiten, ergeben sich entlang der Langsachse unter- 
schiedliche Steifigkeiten, denn jeweils im Bereich der Aus- 
nehmungen ist die Steifigkeit herabgesetzt. Beirn notwendi- 
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gen Polieren der Seitenflachen erfahren die Bereiche mit ge- 
lingerer Steifigkeit hohere elastische Verformungen als die 
Bereiche mit hoherer Steifigkeit. Bei der Entlastung fuiirt 
dies zu einer elastischen Ruckfederung und damit zu einer 
WeLiigkeit entlang der Langsachse. Beim geschiossenen Ka- 5 
stenprofil gemaJ3 der Ausfuhningsform nach Fig. 1, Teil- 
zsichnung H ist jedoch mit Vbrteil die Steifigkeit entlang der 
Langsachse und ebenfaUs in Richtung der z-Koordinaie 
konstant und damit auch die elastische Ruckfederung nach 
dem PoUervorgang. Es tritt dadurch keine Welligkeit wie itn to 
bekannten Fall auf. 

Patentanspriiche 

L Tragertisch (4) fiir eine Photomaske (3) in einer 15 
Vorrichtung zur Mikrochip-Herstellung, mit einer 
Rechteckplatte aus Glas oder Glaskeramik, die 

- in der betriebiich oberen Plattenseite eine gro8- 
flachige ZentraUBohrung (8) zur positionsge- 
nauen Aufnahme der Photomaske (3), und minde- 20 
stens drei Stutz-Bohrungen C9a, b, c), zur Auf- 
naiime von hohenvcrsLellenden Aktuatoren, von 
denen zwei im Abschnitt (4b) zwischen einer 
Seite der Zentral-Bohmng (8) und der einen 
Rechteck-Schmalseite, beabstandet entlang dieser 25 
Schmalseite. und die dritte mittig im Abschnitt 
(4a) zwischen der anderen Seite der Zentral-Boh- 
rung (8) und der anderen Schmalseite angeordnec 
ist, sowie 

- Material-Ausnehmungen (11, 11', 11"; 12a, b) 30 
zur Gewichtsreduktion und zugleich zur Erho- 
hung der Steifigkeit des Tragertisches 
aufweist, dadurch gekennzeichnet, daB die Material- 
ausnehmungen (U") in dem Abschnitt (4b) der Recht- 
eckplatte, in dem die beiden Stutz-Bohrungen (9a, b) 35 
ausgeformt sind, flachendeckend unter Belassung von 
vorgegebenen Zwischen -Wands tar ken so ausgebildet 
und angeordnet sind, daB, ausgehend von der Mitte der 
zugehorigen Rechteck-Schmaiseite, eine V-formige, 
die Stutz-Bohrungen zum Rand der Zentral-Bohrung 40 
(8) hin innen tangential streifende Z wise hen- Wands tar- 
ken-Struktur (4c, 4c') mit einem Mittensteg (4d) zur 
Zentral-Bohrung (8) hin, gegeben isL 

2. Tragertisch nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dafl die Materialausnehmungen im Randbereich 45 
beider Langsseiten der Rechteckplatte als eine Folge 
von Taschen (11, 11'), aufgereiht entlang der Langssei- 
ten, ausgebildet sind. 

3. Tragertisch nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Material-Ausnehmungen im Randbereich 50 
beider Langsseiten der Rechteckplatte als stimseidge 
Langsbohrungen (12a, b), die sich in der Plauenebene 
erstrecken, ausgebildet sind. 

4. Tragertisch nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Langsbohrungen (12a, b) als dunnwandi- 55 
ges geschlossenes Kastenprofil ausgebildet sind. 
Tragertisch nach einem der Anspriiche 1 bis 4, mil ei- 
nem Motor fOr die X-Komponenten-Bewegung des 
Tragertisches, dadurch gekennzeichnet, daB der Motor 

in einem Ausschnitt (4e) an einer Schmalseite des Tra- «) 
gertisches (4) integriert ist. 

6. Tragertisch nach einem der Anspriiche 3 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daS auf den Randbereichen'bei- 
der Langsseiten des Tragertisches, in denen die Langs- 
bohrungen (12a, 12b) ausgebildet sind, Versteifungs- 65 
rippen (13a, b) angebnicht sind. 

7. Tragertisch nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, dafl die Versteifungsrippen (Ua, b) auSermittig auf 
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Hohe des Schwerpunktes des Gesamtsystems aufge- 
brachc sind. 

8. Tragertisch nach einem der AnsprUche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB samtliche Material-Aus- 
nehmungen auf einer Tragertischseite ausgeformt sind. 

9. T^ertisch nach einem der Anspriiche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet. daB ein Tell der Material-Aus- 
nehmungen auf einer Seite des Tragertisches und der 
verbleibende Teil auf der anderen Seite des Tragerti- 
sches ausgeformt sind. 
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